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(57)摘要

本申请所提供的微型发光二极管的转移方

法中，所述方法包括：提供阵列基板，阵列基板具

有安装层，安装层设置有若干通孔，通孔用于暴

露阵列基板的像素电极，通孔中组装有微型发光

二极管，然后，提供第一载板，将异常的微型发光

二极管吸附于第一载板，异常的微型发光二极管

为电极部朝向通孔的开口部的部分，以及提供第

二载板，将异常的微型发光二极管粘附于第二载

板的激光形变胶层，再然后，采用激光照射激光

形变胶层，翻转异常的微型发光二极管，再提供

第三载板，将异常的微型发光二极管转移至第三

载板，并将异常的微型发光二极管转移至通孔。

提高了微型发光二极管的转移和组装的效率。
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1.一种微型发光二极管的转移方法，其特征在于，包括：

提供一阵列基板，所述阵列基板上具有安装层，所述安装层设置有若干通孔，所述通孔

用于暴露所述阵列基板的像素电极；

将微型发光二极管转移到所述安装层对应的通孔里，每一所述微型发光二极管包括发

光部和电极部，所述电极部位于所述发光部的一侧；

提供一第一载板，将所述阵列基板上的异常微型发光二极管吸附于所述第一载板，所

述异常微型发光二极管为电极部朝向所述通孔的开口部的微型发光二极管；

提供一第二载板，所述第二载板表面具有激光形变胶层，将所述第一载板上的异常微

型发光二极管粘附于所述第二载板的激光形变胶层；

采用激光照射所述激光形变胶层，翻转所述异常微型发光二极管；

提供一第三载板，将所述第二载板上异常的微型发光二极管转移至所述第三载板；以

及，

将所述第三载板上异常的微型发光二极管转移至所述安装层的通孔中。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通孔的形状为等腰梯形。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述微型发光二极管的形状为等腰梯形，

所述微型发光二极管包括相对设置的第一边和第二边，所述第一边位于所述等腰梯形的长

边，所述第二边位于所述等腰梯形的短边，所述电极部包括第一电极和第二电极，所述第一

电极位于所述第一边，所述第二电极位于所述第二边。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述提供一第一载板，将所述阵列基板上

异常的微型发光二极管吸附于所述第一载板，所述异常的微型发光二极管为电极部朝向所

述通孔的开口的微型发光二极管的步骤，包括：

提供一第一载板，所述第一载板涂覆导电层，对第一载板施加电压，通过静电力吸附原

理将所述异常的微型发光二极管吸附于所述第一载板。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述提供一第二载板，所述第二载板表面

具有激光形变胶层，将所述第一载板上的所述异常的微型发光二极管粘附于所述第二载板

的激光形变胶层的步骤，包括：

提供一第二载板，在所述第二载板表面涂覆激光形变胶层，所述激光形变胶层包括丙

烯酸树脂类材料、光敏剂和增粘剂。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述采用激光照射设置有所述异常激光形

变胶层，翻转所述异常的微型发光二极管，包括：

采用激光照射设置有所述异常的微型发光二极管的激光形变胶层，围绕每一所述异常

的微型发光二极管的对称轴逐一翻转所述异常的微型发光二极管。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第三载板的表面具有胶层，将所述异

常的微型发光二极管从所述第二载板转移至所述第三载板的步骤后，所述异常的微型发光

二极管粘附于所述胶层。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第三载板上有金属层，对所述金属层

通电使得所述异常的微型发光二极管从所述第二载板上吸附至所述第三载板。

9.一种显示面板，其特征在于，包括：

阵列基板，所述阵列基板上具有安装层，所述安装层设置有若干通孔，所述通孔用于暴

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 110600590 A

2



露所述阵列基板的像素电极；

若干微型发光二极管，所述微型发光二极管位于所述安装层的通孔，所述微型发光二

极管与所述阵列基板电连接，每一所述微型发光二极管包括：

发光部，所述发光部朝向所述安装层的通孔的开口部；以及

电极部，所述电极部位于所述发光部的一侧，所述电极部朝向所述安装层的通孔的底

部。

10.根据权利要求9所述的显示面板，其特征在于，所述通孔的形状与所述微型发光二

极管的形状为等腰梯形。
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微型发光二极管的转移方法和显示面板

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术领域，具体涉及一种微型发光二极管转移方法和显示面板。

背景技术

[0002] 近年来，随着科学技术的发展，为了满足用户对显示质量的高要求，科技工作者从

对普通的发光二极管(Light  Emitting  Diode，LED)研究逐渐转向对微型发光二极管

(Micro  LED)的研究。

[0003] 微型发光二极管是将普通的发光二极管的尺寸微缩至原来的1％，微型发光二极

管的长度在100微米以下。目前，在将微型发光二极管器件转移到阵列基板的过程中，存在

微型发光二极管器件倒置和微型发光二极管器件正负电极错位等情况，影响了微型发光二

极管器件的转移和组装的效率。

发明内容

[0004] 本申请提供的一种微型发光二极管转移方法，以提高微型发光二极管器件的转移

和组装的效率。

[0005] 本申请提供的一种微型发光二极管转移方法，包括：

[0006] 提供一阵列基板，所述阵列基板上具有安装层，所述安装层设置有若干通孔，所述

通孔用于暴露所述阵列基板的像素电极；

[0007] 微型发光二极管转移到所述安装层上对应的通孔里，每一所述微型发光二极管包

括发光部和电极部，所述电极部位于所述发光部的一侧；

[0008] 提供一第一载板，将所述阵列基板上异常的微型发光二极管吸附于所述第一载

板，所述异常微型发光二极管为电极部朝向所述通孔的开口的微型发光二极管；

[0009] 提供一第二载板，所述第二载板表面具有激光形变胶层，将所述第一载板上的所

述异常的微型发光二极管粘附于所述第二载板的激光形变胶层；

[0010] 采用激光照射所述激光形变胶层，翻转所述异常的微型发光二极管；

[0011] 提供一第三载板，将所述第二载板上异常的微型发光二极管转移至所述第三载

板；

[0012] 将所述第三载板上的异常的微型发光二极管转移至所述安装层的通孔中。

[0013] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述通孔的形状为等腰梯形。

[0014] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述微型发光二极管的形状为等

腰梯形，所述微型发光二极管包括相对设置的第一边和第二边，所述第一边位于所述等腰

梯形的长边，所述第二边位于所述等腰梯形的短边，所述电极部包括第一电极和第二电极，

所述第一电极位于所述第一边，所述第二电极位于所述第二边。

[0015] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述提供一第一载板，将所述异

常的微型发光二极管吸附于所述第一载板，所述异常的微型发光二极管为电极部朝向所述

通孔的开口的微型发光二极管的步骤，包括，提供一第一载板，所述第一载板涂覆导电层，
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对所述第一载板施加电压，通过静电力吸附原理将异常的微型发光二极管吸附于第一载

板。

[0016] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述提供一第二载板，所述第二

载板表面具有激光形变胶层，将所述第一载板上的所述异常的微型发光二极管粘附于所述

第二载板的激光形变胶层的步骤，包括，提供一第二载板，在所述第二载板上涂覆激光形变

胶层，所述激光形变胶层包括丙烯酸树脂类材料、光敏剂和增粘剂。

[0017] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述采用激光照射设置有所述异

常的激光形变胶层，翻转所述异常的微型发光二极管，包括，采用激光照射设置有所述异常

的微型发光二极管的激光形变胶层，围绕每一所述异常的微型发光二极管的对称轴逐一翻

转所述异常的微型发光二极管。

[0018] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述第三载板的表面具有胶层，

在所述将所述异常的微型发光二极管从所述第二载板转移至所述第三载板的步骤后，所述

异常的微型发光二极管粘附于所述胶层。

[0019] 在本申请所提供的微型发光二极管转移方法中，所述第三载板上有金属层，对所

述金属层通电使得所述异常的微型发光二极管从所述第二载板上吸附至所述第三载板。

[0020] 本申请提供一种显示面板，所述显示面板包括：

[0021] 阵列基板，所述阵列基板上具有安装层，所述安装层设置有若干通孔，所述通孔用

于暴露所述阵列基板的像素电极；

[0022] 若干微型发光二极管，所述微型发光二极管位于所述安装层的通孔，所述微型发

光二极管与所述阵列基板电连接，每一所述微型发光二极管包括：

[0023] 发光部，所述发光部朝向所述安装层的通孔的开口部；以及

[0024] 电极部，所述电极部位于所述发光部的一侧，所述电极部朝向所述安装层的通孔

的底部。

[0025] 在本申请所提供的显示面板中，所述通孔的形状与所述微型发光二极管的形状为

等腰梯形。

[0026] 本申请提供一种微型发光二极管的转移方法和显示面板，在所述微型发光二极管

的转移方法中，提供一阵列基板，所述阵列基板上具有安装层，所述安装层设置有若干通

孔，所述通孔用于暴露所述阵列基板的像素电极，将微型发光二极管转移到所述安装层对

应的通孔里，，所述通孔的形状和所述微型发光二极管的形状为等腰梯形，每一所述微型发

光二极管包括发光部和电极部，所述电极部位于所述发光部的一侧，提供一第一载板，将所

述阵列基板上异常的微型发光二极管吸附于所述第一载板，所述异常微型发光二极管为电

极部朝向所述通孔的开口的微型发光二极管，提供一第二载板，所述第二载板表面具有激

光形变胶层，将所述第一载板上的异常的微型发光二极管粘附于所述第二载板的激光形变

胶层，采用激光照射设置有所述异常的微型发光二极管的激光形变胶层，逐一翻转所述异

常的微型发光二极管，提供一第三载板，将所述第二载板上异常的微型发光二极管转移至

所述第三载板，将所述第三载板上异常的微型发光二极管转移至所述安装层的通孔中，在

本申请中，所述安装层的通孔的形状和所述微型发光二极管的形状为等腰梯形，所述微型

发光二极管可以通过毛刷、震动或流体方式进行组装，从而避免了所述微型发光二极管的

正负极错位的情况，在本申请中，采用激光照射设置有所述异常的微型发光二极管的激光
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形变胶层，逐一翻转所述异常的微型发光二极管，即将倒置的微型发光二极管进行翻转，从

而快速的翻转的所述倒置的微型发光二极管，因此，本申请提供的微型发光二极管的转移

方法和显示面板提高了微发型光二极管的转移和组装的效率。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使

用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于

本领域技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附

图。

[0028] 图1是本申请提供的微型发光二极管的转移方法的流程图。

[0029] 图2是本申请提供的阵列基板的俯视图。

[0030] 图3是本申请提供的阵列基板的剖视图。

[0031] 图4是本申请提供的设置有微型发光二极管的阵列基板的剖视图。

[0032] 图5是本申请提供的微型发光二极管的剖视图。

[0033] 图6是本申请提供的微型发光二极管的俯视图。

[0034] 图7是本申请提供的微型发光二极管的仰视图。

[0035] 图8是本申请提供的微型发光二极管从阵列基板转移至第一载板的剖视图。

[0036] 图9是本申请提供的微型发光二极管从第一载板转移至第二载板的剖视图。

[0037] 图10是本申请提供的微型发光二极管从第二载板转移至第三载板的剖视图。

[0038] 图11是本申请提供的微型发光二极管从第二载板转移至第三载板的另一种的剖

视图。

[0039] 图12是本申请提供的微型发光二极管从第三载板转移至阵列基板的剖视图。

[0040] 图13是本申请提供的显示面板的剖视图。

具体实施方式

[0041] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本申请中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施

例，都属于本申请保护的范围。

[0042] 请参阅图1，图1为本申请提供的微型发光二极管的转移方法的流程示意图。本申

请提供微型发光二极管的转移方法。所述方法包括：

[0043] 110、提供一阵列基板10，所述阵列基板10上具有安装层40，所述安装层40设置有

若干通孔20，所述通孔20用于暴露所述阵列基板10的像素电极。

[0044] 请参阅图2，图2是本申请提供的阵列基板的俯视图。请参阅图3，图3是本申请提供

的阵列基板的剖视图。所述阵列基板10应用于液晶显示器。所述安装层40设置于有所述像

素电极的阵列基板10的一面。所述安装层40用于设置有若干通孔20，以放置微型发光二极

管30，所述通孔20的形状为等腰梯形。

[0045] 120、将微型发光二极管30转移到所述安装层对应的通孔20里。每一所述微型发光

二极管30包括发光部301和电极部302。所述电极部302位于所述发光部301的一侧。
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[0046] 请参阅图4，图4是本申请提供的设置有微型发光二极管的阵列基板的剖视图。所

述微型发光二极管30是将普通的发光二极管的尺寸微缩至原来的1％，所述微型发光二极

管的长度在100微米以下。在所述安装层40的通孔20中组装有所述微型发光二极管30。每一

所述微型发光二极管30可通过毛刷、震动或流体等方式，将每一所述微型发光二极管30组

装在所述安装层40的通孔20。具体的，可通过转接头将载体基板上的阵列排布的所述微型

发光二极管30转移到所述安装层40的通孔20里，直至每一所述安装层40的通孔20组装上所

述微型发光二极管30。

[0047] 请参阅图5，图5是本申请提供的微型发光二极管的剖视图。请参阅图6，图6是本申

请提供的微型发光二极管的俯视图。所述微型发光二极管30的形状与通孔20的形状相同，

形状为等腰梯形，以避免所述微型发光二极管30在组装过程中的所述微型发光二极管30的

正负电极错位。

[0048] 请参阅图7，图7是本申请提供的微型发光二极管的仰视图。所述微型发光二极管

30的电极部302包括第一电极3021和第二电极3022。所述第一电极3021与所述第二电极

3022分别位于所述微型发光二极管30的两侧。所述微型发光二极管30的第一电极3021为负

极，所述微型发光二极管30的第二电极3022为正极，即所述微型发光二极管30的负极3021

和所述微型发光二极管30的正极3022分别位于等腰梯形的长边和短边。在一些实施例，所

述微型发光二极管30的第一电极3021为正极，所述微型发光二极管30的第二电极3022为负

极。

[0049] 130、提供一第一载板901，将所述阵列基板10上异常的微型发光二极管31吸附于

所述第一载板901，所述异常的微型发光二极管31为电极部302朝向所述通孔的开口的微型

发光二极管31。

[0050] 请参阅图8，图8是本申请提供的微型发光二极管从阵列基板转移至第一载板的剖

视图。所述第一载板901用于承载并转移所述异常的微型发光二极管31。在所述第一载板

901涂覆导电层902。利用所述第一载板901的导电层902的导电性，对所述第一载板901的导

电层902施加电压，所述第一载板901的导电层902在电场的作用下吸附所述异常的微型发

光二极管31的电极部302，使得所述异常的微型发光二极管31从所述阵列基板10吸附至所

述第一载板901的导电层902。即将所述倒置的微型发光二极管31转移至所述第一载板901

的导电层902。

[0051] 因所述异常的微型发光二极管31的电极部302朝向所述安装层40的通孔20的开口

部，静电力大，所述异常的微型发光二极管31可从所述阵列基板10吸附至所述第一载板901

的导电层902。而所述正常的微型发光二极管32的电极部302朝向所述安装层40的通孔20的

底部，静电力小，无法从所述阵列基板10吸附至所述第一载板901的导电层902，可避免将所

述正常的微型发光二极管32吸附至所述第一载板901的导电层902。

[0052] 140、提供一第二载板101，所述第二载板101表面具有激光形变胶层102，将所述第

一载板101上的所述异常的微型发光二极管31粘附于所述第二载板101的激光形变胶层

102。

[0053] 请参阅图9，图9是本申请提供的微型发光二极管从第一载板转移至第二载板的剖

视图。所述第二载板101用于承载并转移所述异常的微型发光二极管31。在第二载板101上

涂覆激光形变胶层102。所涂覆的激光形变胶层102的厚度均匀和激光形变胶层102的粘度
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相同。利用在所述第二载板101的激光形变胶层102的粘附作用，可将所述第一载板901的导

电层902上的异常的微型发光二极管31粘附于所述第二载板101的激光形变胶层102。所述

第二载板101的激光形变胶层102包括丙烯酸树脂类材料、光敏剂和增粘剂。

[0054] 150、采用激光照射所述激光形变胶层901，翻转所述异常的微型发光二极管31。

[0055] 利用所述第二载板101上的激光形变胶层102对激光具有感光形变的作用。采用激

光从所述第二载板101的底部垂直于所述异常的微型发光二极管31的发光部301照射设置

有所述异常的微型发光二极管31的激光形变胶层102，沿每一所述异常的微型发光二极管

31的对称轴A-A逐一翻转所述异常的微型发光二极管31，并在每一所述异常的微型发光二

极管31翻转的方向上移动相同距离。

[0056] 控制每一次激光照射所述微型发光二极管31的能量大小、光斑大小、光斑形状和

位置相同，以使得沿所述微型发光二极管31的对称轴A-A进行翻转时，每一所述异常的微型

发光二极管31的翻转方向和移动距离相一致。

[0057] 所述微型发光二极管31的翻转方向的角度可以为90度、150度或180度等，所述微

型发光二极管31的移动距离可以是1厘米、2厘米或3厘米等，可根据具体需求移动至所需距

离。此处所述微型发光二极管31的翻转角度为180度，并在翻转角度的方向上移动相同距

离。

[0058] 160、提供一第三载板111，将所述第二载板101上的异常的微型发光二极管31转移

至第三载板111。

[0059] 请参阅图10，图10是本申请提供的微型发光二极管从第二载板转移至第三载板的

剖视图。所述第三载板111用于承载并转移所述异常的微型发光二极管31。在所述第三载板

111表面涂覆胶层112。利用所述第三载板111的胶层112的对物质的粘附性，所述第三载板

的胶层112粘附所述异常的微型发光二极管31的电极部302，可将所述第二载板101上所述

异常的微型发光二极管31转移至所述第三载板111的胶层112。

[0060] 所述第三载板111的胶层112可以为聚二甲基硅氧烷胶层或丙烯酸树脂胶层。

[0061] 请参阅图11，图11是本申请提供的微型发光二极管从第二载板转移至第三载板的

另一种的剖视图。在其它实施例中，在所述第三载板111上涂覆金属层113。利用所述第三载

板111的金属层113的导电性，对所述第三载板的金属层113施加电压，使得所述第二载板

101所述异常的微型发光二极管31吸附至所述第三载板的金属层113。

[0062] 其中，所述第三载板111上涂覆的金属层113可以是Cu、Al、Ag、Au、Cr或Mo等。

[0063] 170、将所述第三载板111上的所述异常的微型发光二极管31转移至所述阵列基板

10的通孔20中。

[0064] 请参阅图12，图12是本申请提供的微型发光二极管从第三载板转移至阵列基板的

剖视图。请参阅图13，图13是本申请提供的显示面板的剖视图。将所述第三载板的胶层112

的异常的微型发光二极管31转移至所述安装层40的通孔20中。

[0065] 本申请还提供一种显示面板，请参阅图13，图13为本申请所提供的显示面板的剖

视图。

[0066] 所述显示面板包括阵列基板10、通孔20、安装层40、微型发光二极管32、微型发光

二极管32的电极部302和微型发光二极管32的发光部301。

[0067] 请参阅图2和图3，图2为本申请提供的阵列基板的俯视图，图3为本申请提供的阵
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列基板的剖视图。所述阵列基板10上具有安装层40，所述安装层40设置有若干通孔20，所述

通孔20用于暴露所述阵列基板10的像素电极，所述通孔20位于所述阵列基板10上的安装层

40，所述通孔20的形状为等腰梯形。所述微型发光二极管32位于所述阵列基板10的通孔20。

请参阅图6，图6是本申请提供的微型发光二极管的俯视图。所述微型发光二极管32的形状

为等腰梯形。请参阅图5，图5是本申请提供的微型发光二极管的仰视图。所述微型发光二极

管32包括发光部301和电极部302。所述微型发光二极管32的发光部301朝向所述通孔20的

开口部。所述微型发光二极管32的电极部302位于所述发光部301的一侧。所述微型发光二

极管32的电极部302朝向所述通孔20的底部。

[0068] 所述微型发光二极管32的电极部302包括第一电极3021和第二电极3022。所述微

型发光二极管32具有第一边和第二边。所述第一电极3021位于所述微型发光二极管32的第

一边。所述第二电极3022位于所述微型发光二极管32的第二边。所述微型发光二极管32的

第一边和第二边相对设置。所述微型发光二极管32的形状为等腰梯形。所述微型发光二极

管32的第一边位于等腰梯形的长边。所述微型发光二极管32的第二边位于等腰梯形的短

边。所述第一电极3021为负极，所述第二电极3022为正极。

[0069] 在另一种显示面板中，所述微型发光二极管32的第一电极3021为正极，所述微型

发光二极管32的第二电极3022为正极。

[0070] 本申请提供一种微型发光二极管的转移方法和显示面板，在所述微型发光二极管

的转移方法中，提供一阵列基板，所述阵列基板上具有安装层，所述安装层设置有若干通

孔，所述通孔用于暴露所述阵列基板的像素电极，将微型发光二极管转移到所述安装层对

应的通孔里，，所述通孔的形状和所述微型发光二极管的形状为等腰梯形，每一所述微型发

光二极管包括发光部和电极部，所述电极部位于所述发光部的一侧，提供一第一载板，将所

述阵列基板上异常的微型发光二极管吸附于所述第一载板，所述异常微型发光二极管为电

极部朝向所述通孔的开口的微型发光二极管，提供一第二载板，所述第二载板表面具有激

光形变胶层，将所述第一载板上的异常的微型发光二极管粘附于所述第二载板的激光形变

胶层，采用激光照射设置有所述异常的微型发光二极管的激光形变胶层，逐一翻转所述异

常的微型发光二极管，提供一第三载板，将所述第二载板上异常的微型发光二极管转移至

所述第三载板，将所述第三载板上异常的微型发光二极管转移至所述安装层的通孔中，在

本申请中，所述安装层的通孔的形状和所述微型发光二极管的形状为等腰梯形，所述微型

发光二极管可以通过毛刷、震动或流体方式进行组装，从而避免了所述微型发光二极管的

正负极错位的情况，在本申请中，采用激光照射设置有所述异常的微型发光二极管的激光

形变胶层，逐一翻转所述异常的微型发光二极管，即将倒置的微型发光二极管进行翻转，从

而快速的翻转的所述倒置的微型发光二极管，因此，本申请提供的微型发光二极管的转移

方法和显示面板提高了微发型光二极管的转移和组装的效率。

[0071] 以上对本申请实施方式提供了详细介绍，本文中应用了具体个例对本申请的原理

及实施方式进行了阐述，以上实施方式的说明只是用于帮助理解本申请。同时，对于本领域

的技术人员，依据本申请的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所

述，本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
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摘要(译)

本申请所提供的微型发光二极管的转移方法中，所述方法包括：提供阵
列基板，阵列基板具有安装层，安装层设置有若干通孔，通孔用于暴露
阵列基板的像素电极，通孔中组装有微型发光二极管，然后，提供第一
载板，将异常的微型发光二极管吸附于第一载板，异常的微型发光二极
管为电极部朝向通孔的开口部的部分，以及提供第二载板，将异常的微
型发光二极管粘附于第二载板的激光形变胶层，再然后，采用激光照射
激光形变胶层，翻转异常的微型发光二极管，再提供第三载板，将异常
的微型发光二极管转移至第三载板，并将异常的微型发光二极管转移至
通孔。提高了微型发光二极管的转移和组装的效率。
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